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บทคัดย่อ 

                  บทความวิชาการน้ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใหม่ในการสร้างส่ิงประดิษฐ์ระดบันาโนเมตร 

จากกลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM นาโนลิโทกราฟี) ซ่ึงเป็นวิธีการที่โดดเด่นสําหรับการสร้าง

โครงสร้างและลวดลายในระดบันาโนเมตรไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถทาํซํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และไม่จาํเป็นตอ้งทาํในระบบสุญญากาศ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มตามหลกัการทาํงานไดแ้ก่ 

(1) Force-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี ประกอบไปดว้ย mechanical indentation และ plowing, 

thermomechanical writing, และ dip-pen nanolithography ใชก้ารให้แรงค่าสูงเขา้ไปท่ีปลายวดัเพ่ือสร้าง

ลวดลายบนพ้ืนผวิท่ีตอ้งการ โดยปฏิกิริยาส่วนใหญ่ระหวา่งปลายวดัและพ้ืนผิวจะเป็นแบบเชิงกล และ (2) 

Bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี ใชก้ารจ่ายความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งปลายวดัและแผ่นรองรับ 

ภายใตส้นามไฟฟ้าท่ีสูงมากจึงทาํใหเ้กิดกระบวนการเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพและกระบวนการทางไฟฟ้า

เคมี นาํไปสู่การเกิดโครงสร้างในระดบันาโนเมตรผ่านทางปฏิกิริยานาโนออกซิเดชนั บทความน้ีได้

อธิบายในรายละเอียดของหลกัการทาํงานของแต่ละวิธี และการนาํไปประยุกต์ใชด้า้นการวิจยัเพ่ือเป็น

ประโยชน์ใหก้บัผูส้นใจและนกัวจิยัเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใชง้านต่อไป 

 

คาํสําคญั : กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม, นาโนลิโทกราฟี, ส่ิงประดิษฐ์ระดบันาโนเมตร 

 

Abstract 

This review is related to a nano-fabrication process known as atomic force microscope 

nanolithography for the next generation of nanoelectronic devices. It has been shown to offer the 

advantages of high precision, good reliability, and non-vacuum process. The process can be classified 

into 2 methods. (1) Force-assisted AFM nanolithography includes mechanical indentation and plowing, 

thermomechanical writing and dip-pen nanolithography. The large force is applied to the AFM tip to 
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create the pattern on substrate surface. The main interaction between the tip and the substrates is 

mechanical. (2) Bias-assisted AFM nanolithography, a bias voltage is applied between the AFM tip and 

substrates. Under an extremely high electric field, the physical and electrochemical processes are 

initiated on the substrates and then create the anodic oxidation. The principles and applications of AFM 

nanolithography are reviewed. 
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1. บทนํา 

เทคโนโลยีนาโนนั้ นมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการก้าวต่อไปของวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ (electronic circuits) อุปกรณ์หน่วยความจาํ (memory devices) หน่วยแสดงผล (display 

units), ไบโอชิพ (biochips) และ ตวัรับรู้ชีวภาพ (biosensors) ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีนาโนข้ึนอยู่

กบัการพฒันาความสามารถในการสร้างและการควบคุมโครงสร้างในระดบันาโนเมตรให้มีประสิทธิภาพ

และแม่นยาํ กระบวนการในการสร้างส่ิงประดิษฐร์ะดบันาโนเมตร คือ การสร้างหน่วยยอ่ยในขนาดท่ีเล็ก

กวา่ 100 nm ซ่ึงมีวธีิการสร้างส่ิงประดิษฐร์ะดบันาโนเมตรอยูด่ว้ยกนัสองวิธี ไดแ้ก่ วิธี top-down และวธีิ 

bottom-up เทคนิคท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จกักนัดีสําหรับการสร้างส่ิงประดิษฐ์ระดบันาโนเมตรโดยวิธีการ

พิมพ ์(lithography) แบบ top-down มีหลายวิธีไดแ้ก่ โฟโตลิโทกราฟี (photolithography),  electron beam 

lithography และ focused ion beam lithography [1] อยา่งไรก็ตามเทคนิคเหล่าน้ีถูกจาํกดัดว้ยตน้ทุน

เคร่ืองมือท่ีสูง ค่าดาํเนินการท่ีแพง มีกระบวนการหลายขั้นตอนและยากท่ีจะเขา้ถึง ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาไดมี้

วิธีการใหม่เกิดข้ึนในการประดิษฐ์โครงสร้างระดับนาโนเมตรมาแทนที่ ได้แก่ วิธี nano-imprint 

lithography (NIL), soft lithography, และ atomic force microscopy (AFM) nanolithography [1-6] ซ่ึงเป็น

วธีิท่ีมีศกัยภาพและน่าสนใจในการสร้างโครงสร้างระดบันาโนเมตรและการทาํซํ้ า เทคนิคท่ีมีราคาถูกใน

หมู่เทคนิคใหม่น้ี เทคนิค AFM นาโนลิโทกราฟี ถือวา่เป็นเทคนิคท่ีโดดเด่นสาํหรับการสร้างโครงสร้าง

และลวดลายในระดบันาโนเมตรไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถทาํซํ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่

จาํเป็นตอ้งทาํในระบบสุญญากาศ โดยทัว่ไปเราทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ AFM เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาํหรับ

ใชใ้นการวเิคราะห์พ้ืนผิวในระดบันาโนเมตรไดอ้ยา่งแม่นยาํโดยอาศยัปลายเขม็วดั (tip) ซ่ึงเลก็มาก อยูบ่น

ปลายของคาน (cantilever) เล่ือนกราดลงบนพ้ืนผิวท่ีตอ้งการตรวจสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 โหมดการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ แบบสัมผสั (contact mode) และ แบบไม่สัมผสั (non-contact mode หรือ tapping mode) 

โดยมีความละเอียดในการวดัระดบั 0.01 - 0.1 nm ดงันั้นหากเราสามารถใชป้ลายเข็มวดัจากเคร่ือง AFM 
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ในการสร้างลวดลายก็จะอนุมานถึงความละเอียดของลวดลายที่สร้างข้ึนได ้บทความน้ีจึงไดน้ําเสนอ

หลกัการและวิธีการสร้างลวดลายจากเคร่ือง AFM ดว้ยเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ความรู้กบัผูอ่้านและเป็น

แนวทางในการเลือกใชง้านต่อไปในอนาคต  

 

2. เทคนิค AFM นาโนลโิทกราฟี 

เทคนิค AFM นาโนลิโทกราฟีเป็นเทคนิคที่ประยกุตใ์ชป้ลายเข็มวดัในการสร้างรูปแบบและ

โครงสร้างในระดบันาโนเมตรโดยอาศยัหลกัการทางฟิสิกส์และเคมีในการสร้างลวดลาย เช่น การขูด

เขียนเชิงกลบนพ้ืนผิวเพ่ือใหเ้กิดรูปแบบตามท่ีตอ้งการหรือจดัการกบัโมเลกลุขนาดเล็กบนพ้ืนผิวโดยการ

ผลกั การดนั และการหมุนของเขม็วดั นอกจากน้ียงันาํส่งวสัดุลงไปยงัพ้ืนผิว  สามารถป้อนความต่างศกัย์

ท่ีหัววดัเพ่ือเหน่ียวนําให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีท่ีพ้ืนผิวตวัอย่างเพ่ือทาํให้เกิดโครงสร้างออกไซด์บน

พ้ืนผิวตวัอย่างไดอี้กดว้ย [7] โดยสามารถที่จะสร้างรูปแบบการพิมพบ์นวสัดุรองรับที่หลากหลาย เช่น 

สารก่ึงตวันาํ โลหะ โพลิเมอร์ และ ชีวโมเลกลุ  เทคนิค AFM นาโนลิโทกราฟีไดมี้การพฒันาข้ึนในช่วง

สองทศวรรษท่ีผา่นมา โดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มตามหลกัการทาํงาน ไดแ้ก่ (1) Force-

assisted AFM นาโนลิโทกราฟี และ (2) Bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี [7] สาํหรับเทคนิค Force-

assisted AFM นาโนลิโทกราฟี จะใชแ้รงค่าสูงใหแ้ก่ปลายเขม็วดัซ่ึงมากกวา่แรงท่ีใชใ้นการวดัพ้ืนผิวของ

ตวัอยา่งจาก AFM โดยปฏิกิริยาส่วนใหญ่ระหวา่งปลายเข็มวดัและพ้ืนผิวจะเป็นแบบเชิงกล ซ่ึงสามารถ

แยกออกเป็นหมวดหมู่ไดด้งัน้ี คือ mechanical indentation และ plowing, thermomechanical writing และ 

dip-pen nanolithography (DPN) สาํหรับเทคนิค Bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี เป็นเทคนิคท่ีนิยม

สาํหรับการสร้างวสัดุนาโนออกไซด์ ปลายวดัของ AFM จะถูกไบแอสดว้ยสนามไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนแบบ

วงจาํกดัในช่วง 108 V/m ถึง 1010 V/m โดยปลายเข็มวดัทาํหนา้ท่ีเป็นขั้วไฟฟ้าสาํหรับรับส่งกระแสไฟฟ้า 

ภายใตส้นามไฟฟ้าท่ีสูงจึงทาํให้เกิดกระบวนการไฟฟ้าสถิตย ์(electrostatic) ไฟฟ้าเคมี (electrochemical) 

การปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากสนามไฟฟ้า     (electron  field  emission)     การพงัทลายดา้นไฟฟ้าของ

ไดอิเล็กทริก (dielectric breakdown) และ การแตกตวัของก๊าซ (explosive gas discharge) นาํไปสู่การเกิด

โครงสร้างในระดบันาโนเมตรผา่นทางปฏิกิริยานาโนออกซิเดชนั (nanooxidation) รูปท่ี 1 แสดงแผนภาพ

หลกัการทาํงานของวิธี (1) Force-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี และ (2) Bias-assisted AFM นาโนลิ

โทกราฟี 
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รูปที่ 1. หลกัการของวิธี (a) Force-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี และ (b) bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี [8] 

 

 2.1 วธีิ Force-assisted AFM นาโนลโิทกราฟี 

        2.1.1 Mechanical indentation and plowing 

                - วธีิ Mechanical indentation เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดสาํหรับการสร้างลวดลายในระดบันา

โนเมตรโดยการให้แรงกดไปท่ีปลายเข็มวดั แลว้ลากปลายเข็มวดัไปตามพ้ืนผิวท่ีตอ้งการ  ซ่ึงขนาดของ

แรงท่ีใหจ้ะมีผลต่อขนาดและความลึกของลวดลายท่ีสร้างข้ึน นอกจากน้ีในการใชง้านควรจะเลือกปลาย

เขม็วดัใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพ้ืนผวิท่ีตอ้งการสร้างลวดลาย  

               - วธีิ  Plowing   สามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก  2  แบบ  ไดแ้ก่  แบบแรกคือ  Static  plowing 

ใช ้AFM แบบสัมผสัในการเล่ือนกราดปลายเข็มวดัลงบนพ้ืนผิวท่ีตอ้งการ โดยสามารถสร้างลวดลายทั้ง

แบบเส้น ส่ีเหล่ียมผืนผา้และส่ีเหล่ียมจตัุรัส แบบท่ีสองคือ Dynamic plowing ใชห้ลกัการสั่นของปลาย

เขม็วดั ในแบบไม่สมัผสัการปรับขนาดแรงท่ีใส่ใหก้บัปลายเข็มวดัไดจ้ากการปรับแอมพลิจูดของการสั่น

ของคาน ซ่ึงทาํจากวสัดุเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric) และใชค้วามถี่ในการสั่นเท่ากบัความถี่สั่นพอ้ง 

(resonance frequency) โดยแอมพลิจูดของการสัน่ข้ึนอยูก่บัระยะห่างระหวา่งปลายเข็มวดัและพ้ืนผิวของ

แผ่นรองรับ เม่ือปลายวดัอยู่ใกลก้บัพ้ืนผิวของแผ่นรองรับจะทาํให้เกิดการผิดรูปแบบยืดหยุ่นและแบบ

ถาวร (elastic and plastic deformation) แต่เน่ืองจากแรงมีขนาดน้อยจึงมีความเหมาะสมสําหรับการ

ประยุกต์ใชก้บัแผ่นรองรับที่เป็นพอลิเมอร์ นอกจากน้ีลวดลายที่สร้างข้ึนดว้ยวิธีน้ีอาจจะไม่สมํ่าเสมอ

เน่ืองจากคานของปลายเข็มวดัเกิดการบิดงอ (cantilever torsion) รูปท่ี  2 แสดงภาพพ้ืนผิวของร่องจาก

กระบวนการสร้างลวดลายดว้ยวิธี mechanical indentation ลงบนแผ่นรองรับ polymethyl methacrylate 

(PMMA) และแสดงภาพโปรไฟลข์องร่องท่ีสร้างข้ึน 
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รูปที่ 2. (a) ภาพพ้ืนผิวของร่อง (groove) จากกระบวนการสร้างลวดลายโดยวิธี mechanical indentation ลงบนแผน่รองรับ 

PMMA และ (b) ความสูง Z profile ของร่องท่ีสร้างข้ึน [9] 

 

    2.1.2 Thermomechanical writing 

            เป็นเทคนิคท่ีอาศยัการใหค้วามร้อนและแรงเชิงกลกบัปลายวดัของ AFM เพ่ือเขียนขอ้มูล 

(data bit) บนพ้ืนผวิพอลิเมอร์ ผลของความร้อนและแรงเชิงกลท่ีปลายวดัจะส่งผลใหพ้อลิเมอร์อ่อนตวั

และยบุตวัลงไป เป็นเทคนิคท่ีใชเ้ขียนขอ้มูลลงบนแผน่บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นพอลิเมอร์ ความพิเศษของ

เทคนิคน้ีคือคานซ่ึงทาํจาก Si ประกอบไปดว้ยขาสองขา้งซ่ึงนาํไฟฟ้าไดดี้ ในส่วนของตวัใหค้วามร้อน

และปลายเขม็วดัมีความตา้นทานสูงเน่ืองจากการเจือสารตํ่า (low-doping) ดงัรูปท่ี 3 กระแสไฟฟ้าจะถูก

ส่งผา่นไปยงัคาน (cantilever) เพ่ือทาํใหเ้กิดความร้อนท่ีปลายวดั จากนั้นจึงใส่แรงกดลงไปท่ีปลายเขม็วดั

ท่ีร้อน เพ่ือทาํใหเ้กิดรอยกด  (indentation) บนแผน่พอลิเมอร์ จากรายงานวจิยัของ Vettiger [10] อุณหภูมิ

ของปลายวดัจะสูงถึง 400 °C  
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รูปที่ 3. (a) หลกัการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดความร้อนสาํหรับกระบวนการเขียนลวดลายดว้ยวิธี  thermomechanical 

writing และ (b) ภาพ SEM ของ cantilever ท่ีใชใ้นการเขียน [10] 

 

         2.1.3 Dip-pen nanolithography (DPN) 

                วธีิ DPN คน้พบโดย Mirkin ในปีค.ศ. 1999 [11] โดยใชป้ลายเข็มวดัทาํหนา้ท่ีเสมือน

ปากกาในการนาํส่งวสัดุหมึก (ink) ลงบนพ้ืนผิวของแผ่นรองรับ ในกรณีทัว่ ๆ ไปโมเลกุลของวสัดุจาก

ปลายเข็มวดัจะเคล่ือนท่ีผ่านผิวนํ้ าท่ีมีรูปร่างคลา้ยเส้ียวพระจนัทร์ (water meniscus) ซ่ึงควบแน่นอยูบ่น

พ้ืนผิวของแผน่รองรับดงัรูปท่ี 4 โดยสามารถใชโ้มเลกลุของวสัดุไดห้ลายชนิด เช่น โลหะ สารประกอบอ

นินทรีย ์(inorganic compounds) โมเลกลุอินทรีย ์(organic molecules) และ biological species 
  

 
รูปที่ 4. หลกัการทาํงานของการนาํส่งวสัดุจากกระบวนการ Dip-pen นาโนลิโทกราฟี [7] 
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           2.2 วธีิ Bias-assisted AFM นาโนลโิทกราฟี 

      เทคนิคน้ีใชห้ลกัการจ่ายความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งปลายเขม็วดัและแผน่รองรับเพ่ือทาํให้เกิด

กระบวนการนาโนออกซิเดชนั ปลายเข็มวดัจะถูกไบแอสดว้ยความต่างศกัยล์บ  นํ้ าซ่ึงควบแน่นอยูที่่ผิว

ของแผ่นรองรับ ทําหน้าท่ีเป็นสะพานไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างปลายวดัและพ้ืนผิวของแผ่นรองรับ

สนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจะเหน่ียวนาํใหโ้มเลกลุของนํ้ าเกิดการแตกตวัให้ไอออน O- และ OH- จากนั้นจะทาํ

ปฏิกิริยากบัแผน่รองรับทาํใหเ้กิดกระบวนการออกซิเดชนั ณ ตาํแหน่งท่ีเกิดปฏิกิริยาจะเกิดเป็นโครงสร้าง

ออกไซดใ์นระดบันาโนเมตรข้ึน ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเกิดนาโนออกซิเดชนั ไดแ้ก่ สนามไฟฟ้า ความเคน้

ระหวา่งปลายวดัและพ้ืนผวิแผน่รองรับ  ปริมาณของนํ้ าท่ีควบแน่นบนพ้ืนผิว (ข้ึนอยูก่บัความช้ืนสมัพทัธ์) 

และ การแพร่ของไอออน OH- ระหวา่งหัววดักบัพ้ืนผิว ดงัรูปท่ี 5 ตวัอยา่งของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีท่ีเกิด

ข้ึนกบักระบวนการเกิด TiO2 จากโลหะ Ti สามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการดงัน้ี 

ปฏิกิริยาท่ีพ้ืนผวิของไททาเนียม: 
               (1)              4HTiO4hO2HTi 2hole2

++ +→++   
               (2)                         4H O4hO2H 2hole2

++ +→+         

ปฏิกิริยาท่ีปลายเขม็วดั AFM: 
                            (3)                   4OH 2H   4eO4H 2

-
2

−+→+  

ปฏิกิริยาของนํ้ า: 

                (4)                            O2H   4OH4H 2→+ −+  

โดยท่ี h+
hole คือ positive charged hole  มีการเกิดก๊าซ H2 และ O2 จากปฏิกิริยาซ่ึงออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 

 

รูปที่ 5. การเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีจากวิธี Bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี 
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รูปที่ 7. ภาพ AFM จากกระบวนการเขียนลวดลายโดยวิธี bias-assisted AFM nanolithography  

จากกลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม (Parks Systems XE100) 

 

เทคนิค AFM นาโนออกซิเดชนัมีการประยุกตใ์ชใ้นการสร้างโครงสร้างออกไซด์ระดบันาโนบนแผ่น

รองรับหลากหลายชนิด ไดแ้ก่ สารก่ึงตวันาํ  โลหะ สารอินทรียแ์ละโพลิเมอร์ จากงานวิจยัท่ีผ่านมามีการ

ใชว้ธีิ bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี กบัวสัดุท่ีเป็นโลหะหลายชนิด ยกตวัอยา่งเช่น การสร้างนาโน

ออกไซด์ของ Ti เพือ่ใชใ้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กโทรนิกส์ โดยวิธีการไบแอสหัววดัและเล่ือนกราดลงบน

ฟิลม์บาง Ti ความหนาประมาณ 7 nm ท่ีออกแบบไวส้าํหรับเป็นอุปกรณ์จาํพวกจุดนาโน (nano dot) [12] 

ดงัรูปท่ี 6 โดยมีตวัแปรท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ค่าความต่างศกัยแ์ละเวลาท่ีให้ในการเกิดปฏิกิริยา อีกตวัอยา่งหน่ึง

ของการเขียนลวดลายโดยวธีิ bias-assisted นาโนลิโทกราฟีจากเคร่ือง AFM ลงบนแผ่นรองรับท่ีเป็นสาร

ก่ึงตวันาํ (Si wafer) จากคาํวา่ “สวสัดีปีใหม่” ซ่ึงเขียนโดยผูแ้ต่ง ดงัรูปท่ี 7 ใชเ้ง่ือนไขการสร้างลวดลายท่ี

ความต่างศกัย ์-8 V อตัราในการสแกนเท่ากบั 0.5 µm/sec 

     
รูปที่ 6. ภาพ AFM จากกระบวนการสร้าง nano dot TiO2 ลงบนฟิลม์บาง Ti โดยการเปล่ียนค่าไบแอส 

ความต่างศกัยท่ี์ –10V, -9V และ -8V และเวลา 100 ms, 400ms, 800ms และ 1500 ms ตามลาํดบั [12] 
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3. สรุปผลการวจัิย 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาจะเห็นไดว้า่การสร้างลวดลายระดบันาโนเมตรดว้ยกลอ้งจุลทรรศนแ์รงอะตอม

ไม่วา่จะเป็นวธิ ี Forced-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี หรือ Bias-assisted AFM นาโนลิโทกราฟี ลว้น

แลว้แต่มีความน่าสนใจและมีศกัยภาพมากพอในการนาํมาใชแ้ทนวิธีสร้างลวดลายแบบเก่าท่ีมีราคาแพง

และอาจเขา้ถึงไดย้าก ความเขา้ใจในกลไกกระบวนการทาํงาน ความสามารถในการควบคุมอนัตรกิริยา

ระหวา่งปลายวดัและพ้ืนผิวแผ่นรองรับ และการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมของกระบวนการสร้างลวดลาย

ดว้ยวธีิ AFM นาโนลิโทกราฟี ถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและเป็นรากฐานท่ีจะนาํไปสู่การประยกุตส์ร้างอุปกรณ์

ระดบันาโนเมตรท่ีมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบนัการสร้างลวดลายระดบันาโนเมตรดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แรง

อะตอมจะมุ่งเน้นในการออกแบบสร้างลวดลายสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์เชิงควอนตมั, 

อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลและเซนเซอร์เชิงชีวภาพ 
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ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกท้ังห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 
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